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実験 （モジュール構造とPIDストレス方法）研究の目的
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結果 （太陽電池特性パラメータのPIDストレス時間と温度依存性）

Naイオンドリフトタイプの電圧誘起劣化が生じた
p型単結晶シリコン太陽電池の温度特性

 屋外で発電する太陽電池は60℃以上の高温にな

ることもある。高温における太陽電池の特性を明
らかにすることは重要。

 電圧誘起劣化 (PID) は太陽電池の深刻な劣化。
 PIDが生じた太陽電池の高温における特性は未

解明。

PIDが生じたp型単結晶シリコン太陽電池の
温度特性を調べる。
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Haraら1 と
同様の方法

チャンバー内
温度85℃、
湿度2%以下

ストレス時間：
3 h, 5 h, 7 h, 9 h

実験 （温度特性測定）

PIDストレス後、モジュール
を自然冷却

自然冷却中に
ソーラーシミュレータで
I-V 測定を繰り返す。

その間、バックシートに
添付したＴ型熱電対で温度
計測

（Kasuら2と同じ方法）
図１各PIDストレス後の標準試験条件
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図３ 各PIDストレス時間後のSTCにおける特性パラメータ 図４ 各PIDストレス時間後の特性パラメータの温度依存性

PID time (h) 𝑷𝑷𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 (%/℃) 𝑽𝑽𝐎𝐎𝐎𝐎 (%/℃) 𝑱𝑱𝐒𝐒𝐒𝐒 (%/℃) FF (%/℃)

0 −0.459 −0.318 0.0394 −0.197
3 −0.330 −0.308 0.0278 −0.054
5 −0.360 −0.246 0.0331 −0.158
7 −0.433 −0.250 0.0121 −0.214
9 −0.471 −0.264 −0.0015 −0.232

PID劣化が進行するにつれて、𝑉𝑉OCよりもFFの温度依存性が
𝑃𝑃maxの温度依存性に強く影響するようになる。

結論

PIDストレス時間ごとのp型単結晶シリコン太陽電池の各種特

性パラメータの温度依存性を調べた。

𝑃𝑃max： 最大電力密度
𝑉𝑉OC： 開放電圧
𝐽𝐽SC： 短絡電流密度
𝑅𝑅sh： 短絡抵抗
𝑅𝑅s： 直列抵抗
FF： Fill Factor
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